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Легированный магнием кремний перспективен для получения стимулированного излучения за счет внутрицентровых переходов в ансамбле нейтральных доноров примеси [1]. Одно из требований к материалу излучателя состоит в достаточно высокой концентрации центров Mg0 (≈ 1015 cm-3) в образцах.
Магний вводился в пластины монокристаллического БЗП кремния p-типа с исходным удельным сопротивлением в диапазоне (0.45-10)∙103 Ω∙cm. Легирование проводилось с применением высокотемпературной диффузии примеси в отпаянных кварцевых ампулах в вакууме или атмосфере аргона. Использовался т.н.”sandwich” метод с предварительным нанесением Mg на поверхность пластин методом термического испарения в вакууме. Исследовались различные режимы введения примеси в кристаллы. Результат легирования определялся путем измерений эффекта Холла в температурном диапазоне T = 78-300 K. Изучались также распределения удельного сопротивления по глубине легированной пластины и низкотемпературные спектры поглощения образцов.

На рисунках приведен пример полученных данных: температурная зависимость концентрации свободных электронов, найденная с помощью эффекта Холла (совместно с расчетной кривой), и низкотемпературный спектр поглощения образца в области переходов центра Mg0. Использованная технология обеспечивает, таким образом, концентрацию доноров Mg0, которая требуется для исследований эффекта стимулированного излучения на рассматриваемых центрах примеси.
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Работа поддержана грантом РФФИ № 14-02-00638.
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